
OAnyKoM HayqHo-HacraBHor B jeha E,leKTporexHx,.rKor OaKyrrera yH,4Bep3Hrera y Sarboj ,nyqx
6p.30/3.310-332/12, rlreuoeara je KoMxcrja 3a pa3Marparle KoHKypcHor Marepxjana H nncarue
t43Bjeuraja :a ras6op HacraBHllKa 3a yxy HayqHy o6nact Enexmponulo u eneKmpoHcKu cucmeMu, y

c,tle4ehem cacraey:

1.

2.

Ap SpaHKo AoKrh, peAoBHx npoQecop
En e KTporexH h,r Krl $axyrrer, VHr eep:rrer y SaFboj ,nyqu
yxa HayqHa o6+acr EneKmpoHuKo u eneKmpoHc+u cucmeMu

Ap He6ojua JaHxosrh, peAoBHx npooecop
EneKrpoHcKr.l Qaxynrer, Yrreep3hrer y H uy
yxa Hay,lHa o6nact M uxpoeneKmpoHuKd u MuKpocucmeMu j$:i'nl{irr,r;,x

3. 4p 3rarxo SyHAano, peAoBHx npoQecop
EreKrporexH Lrx14 Qaxynrer, VHraeep3hrer y Salboj,nyl{h
yxa Hay.rHa o6nact EnexmpouuKd u eneKmpoHcKu cucmeM

HaKoH pa3Marpalba KoHKypcHor Marepujana, y cxnaAy ca 3aKoHoM o B14coRoM

Peny6nrxe Cpncxe h flpaBxrHrlKoM o nocryn(y y ycnoalMa r:6opa axa4elrcxor oco6ra
yHvBep3,4rera y SaFboj ,nylll4, Konucnja noAHoch cne4ehr

143BJEIXTAJ
KOMt4Cl4JE O nPhJABtbEHl4M KAHAI4AATHMA 34 t435op y 3BAtbE

r. noAAr_lh o KoHKyPcy

KoHXypc o6jaBftea:27 .06.20L2. roAl4He y AHeBHonr ,nrcry "hac Cpncxe"

Yxa H ayv Ha/ynrjerH h.r xa o6,nacr: Enexrponrxa v eneKTpoHCXr..l o4creMH

Ha:na $axy,nrera: EnexrporexHhqKr Qaxyrrer, Salba,rlyKa

6poj KaHA!4Aara Kojx ce 6upajy: 1

Spoj nphjaB.rbeH x KaHA,4Aara: 1

[. noAAql4 O KAHAI4AATT4MA

fl pBx KaHAuaar

1. OcHoBHh 6r.rorpaQcxr,r no4a4ra

l,1Me, cpeAFbe hMe ,1 npe3rMe: TarjaHa (Bacnnraje) fleLurah-Splanran

,Qaryn n rvjecro poleua: 2L.0L.L97L. ro4rHe, Suje,no no..be, l-lpHa fopa

YcraHoBe y xojuma je 6no:anocneH:

1. yHrlBep3hrer y Hrlury, EneKrpoHcxr Qaxy,nrer, oA 1998. roA. Ao 2007. roA.

3sarua/pa4Ha njecra: 14crpaxneaq, act,rcreHr nphnpaBHhK achcreHr

2. yHhBep3xrer y SaFboj ,4ylln, ErextpotexHrvxr Qaxy,rrrer, oA 2007. roA.

3sarua/pa4na ujecra:,[,oqeHr/HacraBH,4K M npoAeKaH 3a HacraBy
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VNa Hayv Ha/yujerH |.1qKa o6nacr: M uKpoeneKmpoHUKo

flperxoAtiu :6opn v HacrasHa r Hav.lla:eaFba (uucruryquja,:earse r nepno4):
E.nexrporcxu $axynrer y Hhuy, achcreHr-npHnpaBHHK, 2000-2002. roA.
ErexrpoHcK,4 Qaxynrer y Hhuy, achcreHr, 2002-2007. top\.

Enextporexurvxr 0aKynTer yH,asep3hrera y Sarsoj ,nyqta, AolleHr, 2007 -201,2. toA.

3. HayqHa/yMjerH rvxa 4ienarxocr xaHAnAara

1. Pa.qoBx notaie nocrea]ber h36opa

Opuzuuannu xoyqHu pad y qdconucy nellyxapodxoz 3Haqdjd:

1. N. Jankovii, T. Peiii, "Modeling of Stra ined-Si/SiGe NMOS Transistors tncluding DC Self-
Heating", Solid-Stote Electronlcs, vol. 50, pp.496-499, 2006.

2. T. Pe5ii, N. Jankovia, "A Compact Non-Quasi-Static MOSFET Model Based on the Equivalent
Non-Linear Transmission Line", IEEE Transoctions on Computer-Aided-Design of lntegroted
Circuits and Systems, vol.24, pp. 1550-1561, 2005.

3. N. Jankovia, T. Peaia, "Non-Quasi-Static Physics Based Circuit Model of Fully-Depleted Double-
Gate 50l MOSFET", Solid-Stote Electronics, vol. 49, pp. 1086-1089, 2005.

4. N, Jankovia, T. Peiii, J. Karamarkovii, "1D Physical Based Non-Quasi Static BJT Circuit Model
Based on the Equivalent Transmission Line Analysis", Journol of Computdtionol Electronics, vol.
3, pp. 1-3-2s,2004.

5. T. Peii6, N. Jankovii, "An Analytical Model of the lnverse Base Width Modulation Fffect in
SiGe Graded Heterojunction Bipolar Transistors", Microelectronics Journol, vol.32, no. 9, pp.
7 1,3-7 18 . , 200r .

Opuzunannu nayuxu pad y uaconucy na4uonanxoz zxouaja:

1. T. PeSii, N. Jankovii, J. Karamarkovii, "3D Numerical Simulation and the Equivalent Circuit for
Electrical Mode ling of Cross-sha ped H a ll Sensot" , Electronics, vol. 8, No. 2, pp. 9-1,3, 2OO4.



2. T. Peiii, N. Jankovi6, J. Karamarkovi6, "Current Gain Frequency Characteristics of Ultra-Narrow

Base Bipolar Tran sisrors" , Electronics, vol. 6, No. 1, pp. 30-33, 2002.

3. T. Peiii, N. Jankovii, J. Karamarkovi6, "Distributed Parameters BJT Model for Arbitrary
lnjection Level", Electronics, vol.4, No. 2. pp. 58-63,2000.

HayqHu pddoeu Ho cxyny nellynapoduoz znouoio, umomnaxu y 4ienunu:

1. E. Jovanovi6, T. Pesii, N. Jankovi6, D. Pantii, "3D Simulation and Electrical Modelling of Cross-

Shaped Hall Sensor", Dlgest of Technicol Popers of 18th Europeon Conference on Solid-Stote

Sensors, p2.50 (CD ROM), Rome, ltalia,2004.

2. E. Jovanovi6, T. Peiii, D. Pantii, "3D Simulation of Cross-Shaped Hall Sensor and lts Equivalent

Circuit Model", Proc. of 24th lnternotionol Conference on Microelectronics - MIEL, vol. 1, pp. 235-

139, Ni5, 2004.

3. T. Peiii, N. Jankovii, "Phvsical-Based Non-Quasi Statlc MOSFET Model For DC, AC and

Transient Circuit Analysis", Proc. of 24th lnterndtionol Conference on Microelectronics - MIEL,

vol. 1, pp. 26L-264, Nii,2004.

4. T. Peiii, N. Jankovii, J. Karamarkovii, "Modeling of the inverse base width modulation effect

in SiGe base HBT for circuit simulation", Proc. of lV lnterndtionol Conference on Advdnced

Semiconductor Devices ond Microsystems - ASDAM'02, pp. 187-190,51ovakia,2002.

5. N. Jankovii, T. Pe5ii, J. Karamarkovi6, "1D Physically based non-quasi-static analog behavioral

BJT model for SPICE", Proc. of 23rd lnternotionol Conference on Microelectronics - MIEL 2002,

vol. 2, pp. 463-468, Ni5, 2002.

6. T. Peiii, J. Karamarkovii, N. Jankovii, "All injection level transmission line model of minority

carrier transporl", Proc. of tnternotionol Conference on Trends in Communicotions -

EUROCON'2007, vol.2, pp. 472-415, Bratislava, Slovakia, 2001.

7. J.P. Karamarkovii, T.V. Peii6, N.D. Jankovi6, "An Analytical Approach to Kirk Effect Modelling",

CAS 2000 Proc. - 2000 lnternationdl Semiconductor Conference - 2jrd Edition, vol. 1, pp. 311-

314, Sinaia, Romania, 2000.

8. T.V. Peii6, T.R. llii, N.D. Jankovii, and J.P. Karamarkovii, "Transient analysis of BJT using all

injection level TLEC model," Proc. of 22nd lnternotionol Conference on Microelectronics - MIEL

2000, vol. L, pp. 1.49-1.52, Ni5, Yugoslavia, 2000

9. N.D. Jankovii, T.V. Peiii, and J.P. Karamarkovii, "Transmission line model of arbitrarlly doped

base including all injection levels and Kirk effect", CAS'98 Proceedings - Internotional

Semiconductor ConJerence - 21st Edition,vol.2, pp.383-386, Sinaia, Romania, 1998.

Hayuuu padoeu na c+yny HotluoHanHoe 3Hdqdia, wmannaxu y 4jenuuu:

1. S. Ristii, T. Peii6, "tnduktivnost jednoslojnih cilindritnih kalemova", Zbornik radova 50

konferencije zo ETRAN, sveska 4, slt.11L-L12, Beograd, 2006.

2. S. Risti6, D. Pantii, T. Pe5ii, "lzrazi za superponirane naizmeniane napone i struje kod

polarizovanih aluminijumskih elektrolitskih kondenzatora", Zbornik rodovo 49. konferenciie za

ETRAN, sveska 4, str.1L2-LL4, Budva, 2005.

3. T. Peii6, N. lankovia, "Va:nost primene preciznog nestacionarnog MOSFET modela za

simulaciju CMOS analognih integrisanih kola", Zbornik rodovo 49. konferenciie za ETRAN, sveska

4, str. 133-136, Budva, 2005.



4. T. Peiii, N. Jankovii, "Fiziaki-baziran elektridni model potpuno osiromaSenog SOt MOSFET-a",
Zbornik rodovo 48. kont'erencije za EIRAN, sveska 4, str.IU-720, fadak, 2004.

5. E. Jovanovii, D. Pantii, T. Peiii, B. Pe5i6, D. Pantii, "2D I 3D simulacija poluprovodnidkih
m ikrokom ponenata koriS6enjem TCAD softverskih paketa" Zbornik rodovo konferencije YU INFO

2004 (CD ROM), Kopaonik, 2004.

6. T. Peiii, N. Jankovii, "Fizidki baziran ne-kvazi-stacionarni model potpuno osiromaSenog SOI

MOSFET-a sa dvostrukim gejIom", Zbornik rodovo konferencije INDEL 2004, st(. 24-27,
Banjalu ka, Republika Srpska, 2004.

7. E. Jovanovi6, T. Peili, N. Jankovii, D. Pantii, "3D numeriaka simulacija i ekvivalentno kolo za

elektriano modeliranje krstastog Holovog senzora", Zbornik rodovo konferencije INDEL 2004, slr.
20-23, Ba nja Iu ka, Republika Srpska, 2004.

8. T. Peiii, S. Ristii, "Generalizovan Selvakumarov izraz za veliku gustinu struje manjinskih
nosilaca", Zbornik rodovo 47. konlerencije zo FfRAN, sveska 4, str. 104-106, Herceg Novi, 2003.

9. T. Pe5ii, N. Jankovii, J. Karamarkovii, "Frekventna karakteristika strujnog pojaianja bipolarnih
tranzistora sa ultra-uskim bazama", Zbornik rodova 46. konferencije FTRAN, sveska 4, sIr. 134-
L37, ganja Y r utica, 2002.

10. T. Peiia, N. Jankovii, J. Karamarkovii, "Modelovanje efekta modulacije Sirine baze SiGe

heterospojnih bipolarnih tranzistora za primene u simulatorima elektriinih kola" , Zbornik rodovo
konfe re ncije I N DEL 2002, slt. 28-31, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.

11. E. Jovanovii, D. Pantii, T. Peiii, D. Pantii, "Karakteristike VDMOS tranzistora sa super-
spoiem", Zbornik rodovo konferencije INDEL 2002, sIr.22-24, Banjaluka, Republika Srpska, 2002.

12. T. PeSii, N. Jankovii, J. Karamarkovia, "Faktor idealnosti kolektorske struje kod heterospojnih
bipolarnih tranzistora sa gradiranom Si1-xcex bazom", Zbornik radova 45. konferencije ETRAN,

sveska 4, str. 196-199, Bukovidka Banja,2001.

13. T. Peiii, J. Karamarkovia, N. Jankovii, "Analitidki pristup Kirkovom efektu za primenu u

modelovanju bipolarnih tranzistora", Zbornik radova 44. konferencije EIRAN, sveska 4, str. 189-
192, Sokobanja,2000.

14. T. PeSii, J. Karamarkovii, N. Jankovii, "Model bipolarnog tranzistora sa raspodeljenim
parametrima za proizvoljne nivoe in.jekcije", Zbornik rodova konferencije INDEL 2000, str. L66-
171, Banjaluka, Republika Srpska, 2000.

15. T. Peiia, J. Karamarkovii, N. Jankovii, "Modelovanje Kirkovog efekta kod nelinearnog
nehomogenog voda sa gubicima pri proizvoljnim nivoima injekcije", Zbornik rodovo 43.

konferencije ETRAN, sveska 4, srr. L54-I57, Zlatibor, 1999.

16. N.D. Jankovii, T.V. Peiii, J.P. Karamarkovii, "Model ekvivalentnog voda za transport
manjinskih nosilaca pri proizvoljnim nivoima injekcije", Zbornik radovo 42. konferencije ETRAN,

sveska 4, str.56-59, Vrnjadka Banja, 1998.

17. N.D. Jankovii, T.V. Pesii, T.R. llii, J.P. Karamarkovii, "Uticaj baznih kva zi-ba listiakih efekata
na elektridne karakterisike bipolarnih tranzistora", Zbornik rodovo 41. konferencije ETRAN,

sveska 4, str. 57-60, Zlatibor, L997 .



2. PaaoBr nocrxie nocnealber lr360pa

opuzuHanHu Hay,lHu pad y qdconucy MebyHdpodHoz 3Haqdia:

1. N. Jankovi6, T. Peiii, D. Panti6, "Dynamic MAGFET Model for Sensor Simulations", IET Circuits,

Devices & Systems (formerly IEE Proceedings Circuits, Devices & Systems), vol. 1, pp. 270-274,

2007 .

HoBI MoAen MOSFET rpaH3l,1cropa ca noAl4je,'beHtlM ApejHoM, xojra je r,tarnerno ocjer,'bl,1B (MAGFET),

onxcaH je y oBoM paAy. MoAen ce cacroj oA ABa n-KaHa,flHa MOS TpaH3l4cropa y eKB!4BareHrHoM

norxoay. PasarjeH je Ha ocHoBy Hecraq oHapHog MOS MoAena KoHBeHqxoHanHe MOSFET crpyKrype,

Kojh je MoAxOlaKoBaH raKo Aa yxruyvr e$exre ,nopeHqoBe cvne. Ha 6a3A pe3ynrara 3-D HyMepHeKe

c Mynaql4je, noxa3aHo je Aa HoBl.. MoAe.n Mo>He ra lHo npeABfiAjerr anconyrHy l'1 penarrBHy ocjer,'b148ocr

MAGTETa 3a L!HpoK orrcer nonaph3aLl[ja. 3a pa3nhKy oA ocranlx MoAena, HoB14 MAGET MoAen Moxe

TaKobe ragHo npeAB[Ajerh AhHaMfi,]Rr.1 oA3t4B Ha BpeMeHcHh npoMjeH,'bxBo MarHercKo nor'be.

(8 6oeoea)

2. N. Jankovi6, T. Peiii, P. lgii, "All lnjection Level Power PiN Diode Model lncluding

Tem peratu re De pendence", 5o/id-Stote Electronics, vol. 51, pp.71-9-725, 2007 .

y oBoM paAy je pa3BHjeH HoBr.l MoAen cHaxHe PiN AhoAe, Kojla ce 3acHxBa ua renepa,rr:oeauoj 4pr$r-
4raQyaroxoj reoprajH 3a rpaHcnopr MalbrHcKhx Hocl4/laqa HaeneKTphcal-ba npI cBl,1M Hl,4Bo Ma HjeKLlxje.

AeOl4HhcaHr cy eKBrBa,neHTH14 BoAoBh ca ry6lqlir,la KojlMa ce onhcyje rpaHcnopr Hoc!'1naqa Kpo3

npori3Bo,'bHo AonrpaHe KBa3 -HeyrpanHe 6a:ue I etrrropcxe o6nactu. npoLul,lpeHr ereKTporepMlqKh

MoAen AhoAe Kojl,1 yK,'byeyje reMneparypHe 3aBtlcHocrr4 napaMerapa rpaHcnopra je raxole onvcaH v

yrpalen y chMy/'larop Kona PSPICE. OAnh,rHo c,flaraH'e pe3ynrara MoAena ca HyMeprqkoM chMynaq[joM
peanHe cHaxHe PiN A oAe 4o6[jeHo je 3a pa3n!r,]hre ycnoBe npeK4AaFba h reMneparype, noAeLllaBalbeM

ma.nor 6poja napaMerapa MoAe,na.

(8 6040Ba)

Opuzuuanuu nayuHu pad y qoconucy HaquoHanHoz 3Haqaio:

1. T. PeSii-Brdjanin, N. Jankovii, "strained Si/Sice MOS transistor model", Electronics, vol. 13,

pp . 1-8-22 , 2OO9 .

y paAy je orxcaH MoAen xerepocnojHor Si/SiGe MOS rpaH3!4cropa Koj je pa3Bt'ljeH Ha ocHoBy MoAena

pacnoAjene noBpLlir4HcHor noreHqljana. MoAen je u:ae4en mo4utQlxaLlhjoM MoAera craHAapAHor

MOSFETa Ha Hat 4H Aa yK,rbyqe rpaHcnoprHe napaMerpe h napaMerpe Marephjana 3a cnojeBe

HanperHyror chrhqt{jyMa h pe,'taKct,tpaHor SiGe. Pa3etljeHh MoAen je yrpabeH y cxMyrarop Kona fl

pe3ynrar MoAena cy aeprQrxosant nopeletelt ca eKcneplMeHTanH M pe3yrrar Ma.

(5 6040Ba)

Haytnu padoeu xd cxyny MebyHdpodHoe sHdqdid, umdMnoHu y qienuHu:

1. B. Dokii, T. Peiii-Brdanin, A. Pajkanovii,,,Full-swing Low Voltage BiCMOS/CMOS Schmitt

f(igge(, Proceedings of Smdll Systems Simulotion Symposium, pp.54-57, Ni5, 2012

y paAy je onlacaH HhcKoHanoHcKr..i LLlM roB rplrep !(ojh o6e:6jelyje nyHV ,rIor qKy amuury4y y o6a

cMjepa. npeAnoxeHa pjeuJelba Majy ABa KoMnneMeHrapHa r:laaa, rneepryjyhx (BiCMOS) fi

r.reraneepryjyhi.r (cMOs). npep,qoxeHh MareMarrltKh MoAen 3a oApelifiEalbe HanoHa npara norBpbeH je

chMynaq joM. HanoHcKl4 xr4crepe3,4c 3aB ct4 oA HanoHa Hanajaba, HanoHa nparoBa MOS TpaH3 cropa h

oAHoca reoMerpxje yna3Hhx MOS rpaH3lcropa yHyrap no3llThBHe noBparHe cnpere. KaKo ce o8aj

oAHoc M jeiba oA 0.3 Ao 2, ro ce HanoHcxl4 xl4crepe3fic M!4jeba oA 0.2VDD Ao 0.54VDD

(6 6oeoea)



2. J. Galii, T. Peiii-Brdanin, ,,The Voice Fundamental Frequency Statistical Parameters under
Noisy Conditions with the Cepstrum Method", 10th lnternotionol Conference on
Telecommunicdtions in Modern Sotellite, Coble and Broodcosting Services TELSIKS 2011, pp.769-
772, Ni\,207L.

y oBoM paAy je aHanx3[paH yrhqaj 6rjeror LllyMa Ha crarlcrheRe napaMerpe ocHoBHe OpeKBeHqrje
roBopHor chrHana. OcHoBHa OpeKBeHr-lxja roBopHor crrHana je oApebeHa noMohy co0rBepa, ynorpe6om
KencrpanHor MeroAa. floRa3aHo je 4a ce ruo4rjaua MolHe Kopr4cfl,ir!-1 xao 4o6ap ecrhMarop ocHoBHe

$pexeerqrje roBopHor chrHana.

(6 6oAoBa)

3. T. Peiii-Brdanin, N. Jankovii, D. Pantii, "SPICE MAGFET Model and lts Application for
Simulation of Magnetically Controlled Oscillator", Proc. of 26th lnternationol Conference on
Microelectronics - MIEL, vol.2, pp. 503-506, Nii, 2008.

y paAy je Aar MoAe, MAGFETa, Kojh je paH je pa3BhjeH onhcaH. MoAen je pa3B jeH x 3a craqqoHapHa

h BpeMeHckr4 npoMjeH,brBa MarHercKa no,'ba. npxMjeHa MoAera je Aara Hpo3 cxMynaqxjy MarHerHo

r(oHTpo/rxcaHor ocqhraropa, g\ja je u3rta3Ha opeKBeHq ja n!,lHeapHa OyHKrlhja aMnnhryAe MarHercKe

hHAyKqhje nphMxjebeHor MarHercKor no,'ba. A06 jeH pe3ynrarh cy y carnacHocrx ca

eKcnep14MeHTanH M pe3ynrarrMa fipey3er!4M fi3 n]1Teparype.

(5 6o4oea)

4. N. Jankovi6, T. Peiii, D. Pantii, "Spice Model of Magnetic Sensitive MOSFET", Proc. of XLll
Internotionol Scientific Conference on lnformation, Communicdtion dnd Energy Systems ond
Technologies - ICESI, vol. 2, pp. 653-656, ohrid, Macedonia, 2007.

Pa3BhjeH je e.neKTpuLrHr,,r MoAe, MOSFET rpaH3 cropa Kojh je ocjer,'blB Ha npoMjeHe MarHercKor no.ba.

PaA MAGFETaca no,qrjenerr.rm 4pejHoM anpoKcxMl4paH je cnojeM ABa flAeHrhqHa MOS rpaH3xcropa Koia

paAe y napanen14. noKa3aHo je KaKo ce rpaHcnopr Hoc!4,naqa y KaHany oBa ABa rpaH3l4cropa Moxe
onrcar RC BoAoBl,1Ma, nph qeMy ce ornopHocr R y aogy mljerua ca np M jebeHfiM MarHercK[M no.lbeM

hHAyKL{ je BzKoja je HopManHa Ha paBaH crpyKrype. Pe3ynrar MoAera cy Bepl,{oHxoeanr nopelerueira ca

pe3ynrarhMa HyMeph.rHe chMynau je.

(6 6040Ba)

Hdy,tHu padoeu Ha cxyny HoquoHanHoz zHdtlaja, wmoMnaHu y t4ienuHu:

1. V. Paunovi6, V. Miti6, Lj. Zivkovii, T. PeSi6-Brclanin, ,, M ikrostruktu ra i dielektriEna svojstva

donor-akceptor (NbMn) kodopirane BaTiO3 keramike", rad prezentovan na 56. konferenciji zo

FTRAN, M N, zlatibo(, 2012.

U ovom radu ispitivane su mikrostrukturne i dielektriine karakteristike Nb/Mn kodopirane Bati03

keramike sintetizovane polazeii od prahova dobijenih Pechini metodom. Za 0.4Nb-0.05Mn kodopiranu

BaiO3 keramiku sintetizovanu na 1310 oC karakteristidna je bimodalna struktura sa veliiinom zrna od 10

do 30 pm iod 1do 5 pm. Na temperaturi od 1330 "C, nezavisno od koncentracije Mn, dobija se uniformna

mikrostruktura sa velidinom zrna do 6 pm. Najveeu vrednost dielektriine konstante na sobnoj
temperaturi i na.iveiu promenu dielektriane konstante sa promenom temperature pokazuje 0.4Nb-

0.01Mn dopirana keramika. Dielektriana konstanta za sve ispitivane uzorke postiZe konstantnu vrednost
za frekvencije ve6e od 3 kHz. Kirijeva temperatura svih uzoraka pomerena je ka ni:im vrednostima u

odnosu na nedopiranu BaTiO3 keramiku. Kirijeva konstanta C i Kirijeva temperatura T. izraiunate su

koristeii Kiri Vajsov zakon.

(3 6oaa)



2. J. Galii, T. Peii6-Brdanin, "Uporedna analiza metoda za estimaciju osnovne frekvencije
govornog signala u prisustvu bijelog 5uma", Zbornik radova 55. konferencije zo ETRAN, AK2.1-!-
4m, Banja Vru6ica, Republika Srpska,2011.

U radu je prikazana uporedna analiza metoda za odredivanje osnovne frekvencije govornog signala.
Uradeno je odredivanje osnovne frekvencije a uto koreiacio nom metodom i kroskorelacionom metodom
pomoiu programskog paketa za obradu govornog signala PRAAT. Odredivanje osnovne frekvencije
govornog signala je uradeno i pomo6u kepstralne metode, gdje se za odredivanje maksimuma kepstralne
funkcije koristio programski paket MATLAB. Pokazano je kako bijeli ium utiie na odredivanje osnovne
frekvencije govornog signala, odnosno na njegove statlstiike parametre, u sludaju sve tri metode
odredivanja osnovne frekvencije, i za signale koji su dobijeni u slufaju govornika muikog i ienskog pola.

(3 6oea)

3. J. Galii, T. Pe5i6-Brdanin, l. Jankovii, "Statistiaka analiza osnovne frekvencije kod vokala

srpskog jezika", zbornik rddova konferencije INDEL 2010, slr. 236-239, Banjaluka, Republika

Srpska,2010.

y paAy je aHar 3xpaHa crarhcl4qxa pacnoAjena ocHoBHe OpeKBeHq[je rnaca 3a eoxale (cauornacnrxe)
cpncKor je3uKa. 3a y3opaK je KophLuheHa cHrM/beHa 6a:a raacoea oco6a nyuxor nona. Ha ocHoBy

oApebeHlx ocHoBl.rfrx $pexeeuqnja 3a cae BoKa/re cBhx roBopH14Ka, 143paqyHarh cy crarl4crr4qKl,1

napaMerpLl ocHoBHe opexBeHqvje trtaca. TecrhpaHa je xxnore3a o car.nacHo(fl4 pacnoAjereocHoBHe

$pexeenqr.rje ca HopManHoM 14 HopMarHo-norapi4raMcKoM pacnoAjenoM. ypabeHa je anpoKchMaqhja

x crorpaMcKe pacnoAiene ocHoBHe $pexeenqrje HopManHoM faycoBoM pa(noAjeroM.

(3 6oea)

4. T. Peiii, N. Jankovii, "Model heterospojnog Si/SiGe Mos tranzistora sa napregnutim
kanalom", Zbornik rodova konferencije INDEL 2008, slr. 24-28, Banjaluka, Republika Srpska,

2008.

y oBoM paAy je on,4caH HoBh MoAe, xerepocnojHor si/sice MoS TpaH3tlcropa KojLl je pa3BlajeH Ha 6a3x
paHhje on caHor HecraqroHapHor MoAena KoHBeHqroHa/rHor MOSFETa. OcHoBHe jeAHag14He

HecraqhoHapHor MoAena MOSFETa cy mo,qr$rxoeare raKo Aa yK.rby'.re HoBe Ol.13laqxe napaMerpe cnojeBa

HanperHyr4 cvnvqujyM v pena{cupaH4 SiGe. nopebebeM pe3ynrara MoAe/ta ca eKcnepfi MeHTa.itH H M

noAaqlaMa, noxa3aHo je Aa MoA orKoBaH Ns MoS MoAer, (ojh yK,rby,ryje x eoexar caMo3arpeBaFba,

Moxe raLlHo npeABhAerx dc KapaKrepiacrl,lKe xerepocnojHor Mos rpaH3Hcropa ca HanperHyri.lM

KAHA'IOM.

(3 6oea)

3. Krtrre nprie nocnearuer rg6opa

1. A. naHrHh, T. neuuh, E. JoBaHoBvh, Modenuporce u cuuyttor.qujo y MuKpoeneKmpoHut4u l
E,neKrpoHcKr4 Qaxynrer y Hhuly h WUS Austria, 2005. roA.

4. Klbhre nocnxie nocnealber x36ooa

1. 5. .n. Aoxrlh, T. nel! r1h-Epba H u H, ./luHeopHo uHmezpucoHo Kono, E^e{lporexHuvxn $axy,nrer
Sarba,rlyKa h AKaAeMcKa Mficao Eeorpa,a, 2012. toA.

Vxynar 6poj 6ogoaa

(10 6o4oaa)

(63 6oaa)



4. O6pa30BHa 4ieaarxocr xan4n4ara

1, O6paaoexa aienarHocr npltie nocrbearber Hg6opa

Tarjana t1eu.L rh-Epba H t1H je xao acrcrel'lT-nphnpaBH K r ac!.creHr Ha E.neKrpoHcKoM

$axynrery y Hhuy y,recrBoBana y peanx3aqhjra n raseoleruy ayAhropHhx n na6oparopujcxttx

ejex6ra v3 npeAMera EnekmpoHcKe KoMnoHeHmet OcHoeu MuKpoenekmpoHuKe'

MuKpoeneKmpoHuKo, Ilonynpoeoduuvxe KoMnoHeHme, Modenupone u cuuynoquio,

MuKpoenekmpoHc\e mexHonoeuie n Qusuuxo enexmpouuxo.

2. 06pagoeHa 4ieratHocr nocnuie nocrbe!.lber ha6ooa

Kao AoqeHr, Ha E.n e KrporexH hv xotr $axylrery yHt4Bep3yrera y EaFboj ,nyq!4 nzeopuna ie
HacraBy h3 crue4ehnx npeAMera: ocHoeu eneKmpomexHuKe 7, Ocuoeu enekmpomexHu4e 2,

Teopuja enexmpueHux Kollo 7, TenexonyuuxoL4uoHa eneKmpoHUKo. Ha MaulvHcKom Saxyrrery
yHhBep3hrera y Sarsoj ,flyr1r v3}oAt4na je Hacraey u3 npeAMera EneKmpoHuko' Ha nphpoAHo-

MareMarhqxoM OaKynrery yH[Bep3r{rera y EaFboj tlyq[ A3BoAVna je HacraBy ta3 npeAMera

EneKmpomexHuKo u mexHonozujo 1 v Enexmpomexnuxa u mexnonoeujo 2

yqecrBoBana je y KoMhcnjaMa :a og6paxy MaTrlcrapcKl,4x re3a h 3aBpulHl4x paAoBa ll LlxRnyca

cryAAja.6vna je MeHrop cryAeHrhMa 3a 13paAy ArnnoMcKhx paAoBa.

KBanhrer neAarouKor paAa Ha yHltBep3hrery (4 6ona)

5. Crpy,rra 4ienaruocr xax4r4ara

1. Crpvqxa aieaarxocr nphie nocruearoer hs6opa

L. Qv3v,Ka, MoAe.noBaFbe h KapaKTep 3ailhja A[eneKTpl4qH[x c.nojeBa 3a MOS

HaHoKoMnoHeHre, 2000-2005, MhH[crapcrBo 3a HayKy Y 3aurvry xhBorHe cpeA He

Peny6n[Ke Cp6u1e u El4 XonAhHr Huu

2. Qntuxa, MoAenoBaFbe h KapaKrepx3aqraja nojasa y raHKhM cnojeannra KoA MOS

HaHOKOMnOHeHara, 2006-2010, MhHhcrapcrBo 3a HayKy 14 3aurury xl4BorHe cpeA[He

Peny6nraxe Cp6nje n El,'l Xor4nHr Hrul

3. Mo6HnHa ayroMarh3oBaHa n.nar$oplra 3a orxp Balbe I npocropHo Man paFbe AejcrBa

jonraayjyhrax r,r3Bopa 3paqerua; 2005-2006, hHcrxryr 1. Maj Hrul Y MvHhcrapcrBo 3a HayRy 14

3aurhry xt,iBorHe cpeAvHe Peny6nraxe Cp6lje

4. ErAl4 co.napHh ct{creM 3a pac8ery (llpojexroeaue, [3rpaA]ba, MoHhrop Hr tl

4ervroucrpaqraja Qorouanorcxor chcreMa 3a cuag6eearse nocnoBHor o6jexra enexrplr,lrolr
eHeprrajonl 3a ocaerrserse), A.o.o. EAA|I, Hvu h MhHt4crapcrBo 3a HayKy ti 3auTnry x BorHe

cpeA He Peny6n rxe Cp6raje

2. Crpv,aHa aienarHocr nocnnie nocrbealber Hg6opa

1. pa3BOj ereKTpl4qHr.x MoAe.na HaHoeneKrpoHcKt4x KoMnoHeHara, 2008/2009, MhHhcrapcTBo

3a HayKy h rexHonorrajy Peny6nlxe Cpncxe

(4 6oAa)



2. Kopexqhja nepqenqxje 3ByKa xoA Ajeqe ca ourehebeM c^yxa, 2008/2009, MhHxcrapcrBo
3a HayKy h rexHonorl4jy Peny6n,4Ke CpncKe

(a 6osa)

3. npojeKToBarbe AAtvrarH\x eneKTpoHcKl4x xora x chcreMa Koj14 Kophcre B]4ue .noTrLrKr,lx

HABoa,2008/2009, M H crapcrBo 3a HayKy h rexHonorrajy Peny6.rrr,rxe Cpncxe

(4 6o4a)

4. hMnneMeHTaqhja r recrxpaFbe Ethercat cl4creMa, 2008/2009, MhH14crapcrBo 3a HayKy 14

rexxororrjy Peny6,n r xe Cpncxe

(a 6oga)

5. npojeKroBalbe vHAVtBVAya^Hnx eneKTpoHcKhx chcreMa 3a no6o,rbuarbe crtyxa, 2009/2010,
MhHxcrapcrBo 3a Hayxy 14 rexHonorr,rjy Peny6,rrr,rxe Cpncxe

(a 6oea)

6. Cr{HTe3a h onrhMl,l3aqh.ja A\tvranH\x e,fleKTpoHcKhx Ko,na ,1 cucreMa KoA Kojvx ce Kopr4cl4
Br4LJe,nor qK X cra$a,2009/2010, MlaH'lcrapcrBo 3a HayKy fi rexHonorrjy Peny6,nrxe Cpncxe

(4 6oAa)

7. Vtcraha.vBa.+le, npojeKToBaFbe u nprujena MhKponpoLlecopcKh ynpaB.rbaHxx chcreMa 3a

no6o.rbuaFbe eHeprercKe eOhxacHocrl4 y hHTe,n14reHTH14m rpaleanucxr,rl,r o6jexrhMa,
2010/2011, MvH14crapcrBo 3a HayKy r rexnonorrjy Peny6nxRe CpncKe

(4 6oAa)

8. Pa3Boj h HMn.neMeHra Llhja MH Kpon poqecopcKh ynpaBrbaHxx cl4creMa LED pac8jere x LED

chcreMa 3a cltant3a\ujy r rrQopmrcaue, 20101201,1,, MhHhcrapcrBo 3a Hayxy 14

TexHono rhjy Peny6nu xe Cpncxe

(a 6osa)

9. ERASMUS MUNDUS, Eeuroweb - European Reasearch and Education Collaboration with
Western Balkan, 201-1,/20!4, Commission of European Communities

(4 6o4a)

10. no6o.rbuaFbe eHeprercxe eQrxacuocrr KoA Kapa(Tephcr!4,.lHhx rhnoaa norpoLllaqa y

Peny6nrarqra Cpncxoj,201,1,/2012, MnlucrapcrBo 3a HayKy r rexronorrjy Peny6nhKe CpncKe

(4 6oAa)

11. NORBOTECH - NoRwegia n-Bosnian TECHnology Transfer based on Sustainable Systems

Engineering and Embedded Systems in the fields of Cloud Computing and Digital Signal

Processing, Norwegian Minlstry of Foreign Affairs

(4 6oaa)

Yxynan 6poj 6o4oea (44 6o4a)

Yxynan 6poj 6oAoBa (3+4+5)

t. 3AKtbyr{Ho M14t!.rbEt bE

(111 6o4oea)

Ha ocHoBy yB[Aa y KoHKypcHx Marep[jan u noAarRe KoJr4 cy Aarh

3ax/,by,rh.fla Aa KaHAhAar, AoqeHr Ap Tar.iara fleunh-6plarrr,
eneKTpoH14Ke, 3aAoBo.rbaBa cBe ycnoBe nponhcaHe 3axosolrir

y 1,43 Bjeurajy, KoM,4chja je

Al4nnoM paHh,4H}(eFbep

o Bt4coKoM o6pa3o Ba Fby



Peny6.nrxe Cpncxe (vnanoer 74-78) u C:|aryro|'/. yHhBep3urera (vaau 135) sa ra:6op y:earue

eaupeduu npoQecop zayxy HayirHyo6nacrE eKmpoHuKo u eneKmpoHcKu cucmeMu.

Ha ocHoBy cBela ]43HeceHor y oBoM l43Bjeurajy, Kotuthcuja ca 3aAoBoJbcrBoM npeAnaxe

Hay,r Ho-Hasra BHon sr,rjehy EneKTporexHv,.rKor $axynrera h CeHary yHuBep3urera y 6a rboj

.flyqr Aa ce KaHArAar, Aor.l. Ap TarjaHa EeLu r.lh-Eplan ran, r43a6epe y zeawe eanpednu

npa$ecop za yxy nayvuy o6nacr EneKmpoHuKo u eneKmpoHcKu cucmeMu HayHulep3ltTery y

Salboj ,nyqh.

Salba .nyKa, H'Au, aBrycr 20L2. foAuHe

Ap 6paHKo AoKhh, peAoBHx npo$ecop, npeAcjeAHhR
L/b

)lut "ft-('""A'_...-
r npoQecop, vnaH

npoSecop, uaH


